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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale/Qe ion composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CETa pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI ernationales
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel gmité nationaNnteressé par le

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne ementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl gollab S = eC I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées p4d R organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questior gprésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, quelles Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sou e andationsinternationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou gu' 3 ‘ les Coamités nationaux.

5) La CEIl n’a fixé aucune procéd G S e indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand uhmatexj claxg a ine de ses normes.

6) L’attention est attirée s esNélémenis de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de n propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme mterni ¢té établie par le comité d'études 47C: Dispositifs

optoélectroniques, ; imagefie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs

Elle doit étre ointement avec les CEl 60747-5-1, CEl 60747-5-2, CEl 60747-5-3 et la
CEIl 62007-2.

Le domraine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité
d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

L'a)présente version consolidée de la CEl 62007-1 comprend la premiére édition (1997)
[documents 86/113/FDIS et 86/114/RVD] et son amendement 1 (1998) [documents

ob/TZ4/FDIS el ob/To3/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

for Standardization (ISO)
organizations.

Standards transparently to the maximum /extent possible. in\their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the anding nafional or regional standard shall be clearly

ents of this International Standard may be the subject
e for identifying any or all such patent rights.

6) Attention is drawn to the p

of patent rights. T: IE
International Standar

This (Consolidated version of IEC 62007-1 consists of the first edition (1997) [documents
86/143/FDIS and 86/114/RVD] and its amendment 1 (1998) [documents 86/124/FDIS and
86/133/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

igues essentielles
expiconducteurs

Cette partie de la CElI 62007 donne les valeurs limites et caractéri
applicables aux catégories suivantes de dispositifs optoélectroniques
utilisés dans le domaine des systemes et sous-systemes a fibres optiqué

photoémetteurs a semiconducteurs;
détecteurs photoélectriques a semiconducteurs;

dispositifs intégrés a semiconducteurs, monolithiques o brides, etkleuys

2 Références normatives

g partie de la CEl 62007 sont
a plus récente du document normatif

es, des types de dispositifs, des termes généraux et des
es, peut étre consultée dans la CEl 60747-5-1.

présente Norme internationale, les définitions suivantes sont

3.1
photodiade a avalanche (VEI 845-05-40, spécialisé):

photediede fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoélectrique
primaire subit une amplification dans la diode

3.2

intensité relative du bruit  RIN:
Quotient de la moyenne quadratique des fluctuations du flux énergétique, <A<D§> par la

moyenne quadratique du flux énergétique <A®,>2, normalisée a une bande fréquentielle de
largeur unitaire
NOTE - Le RIN est habituellement exprimé en dB/Hz:

RIN = 10 log, [< AD? >/(< o, >2DAf)}
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS -

Part 1: Essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 62007 gives the essential ratings and characteristics of the following
categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the field of fibre\‘eptic
systems and subsystems:

— semiconductor photoemitters;

— semiconductor photoelectric detectors;
— monolithic or hybrid integrated optoelectronic devices and thé

2 Normative reference

The following normative document contains provisi
constitute provisions of this Internatigral sta

avalanche photQdiode, (IEV 845-05-40, specialized):

a photodiode’ operating with a reverse bias such that the primary photocurrent undergoes
amplification within the diode

32
refative intensity noise  RIN:

Ach2

+lo £ + £ i+l A H + £l + +1 + +lo P H +
uairc unLICIIL Ul i rauiarnrit pUVVUI mreart oqualc nmuciuatlivlio l_\‘+’e a1 art oqualc raurarit
power <A<De>2, normalized to a frequency band of unit width

NOTE — RIN is usually expressed in dB/Hz.

RIN = 10 log, , {< r®? >/(< o, >2DAf)}
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3.3
déviation spectrale AA.:
écart de la longueur d'onde centrale a sa valeur a une température du boitier donnée ou un

courant direct donné par rapport a sa valeur a une température de boftier ou a un courant
direct de référence spécifiés respectivement

NOTE - La température de référence spécifique est habituellement de 25 °C.

3.4
coefficient de réflexion en entrée  sy4:
guotient de la tension réfléchie a haute fréquence par la tension incidente a haute fréquence

3.5

erreur de piste Eg:
écart du flux énergétique a une température du boftier donnée par
du boitier de référence spécifiée

NOTE 1 - La température de référence spécifique est habituellement de 25 °¢.

de part et d’autre de la température du boitier de référence.

NOTE 3 - L’erreur de piste est habituellement exprimée en pourgé lux &nergétigue a la température du
boitier de référence.

3.6
responsivité d'une photodiode pour
sous-systeme) Rp, R:

quotient du photocourant /IO par la puissa
la photodiode.

NOTE 1 - S’il ne se présente aye

Bruit résultant _des [ fales et temporelles de la multiplication de porteurs de
charge par est défini comme le rapport de la puissance de bruit & une
polarisatiq

atteint ses vitgssg et resporsivité assignées.

4 Diodes électroluminescentes et diodes émettrices en infrarouge
pour systémes ou sous-systémes a fibres optiques

4.4 I
.1 rTypve

Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge a température ambiante spécifiée ou
a température de boitier spécifiée avec ou sans fibre optiqgue amorce pour les systemes ou
sous-systemes a fibres optiques.

4.2 Matériau semiconducteur

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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3.3

spectral shift AA:

the deviation of the peak-emission wavelength at a particular case temperature or a particular
forward current from its value at a specified reference case temperature or a specified
reference forward current, respectively

NOTE - The specific reference temperature is usually 25 °C.

3.4
input reflection coefficient  sq:
the quotient of the high frequency reflected voltage to the high frequency incident voltage

3.5

tracking error Eg:
the deviation of the radiant power at a particular case temperature froh
reference case temperature

NOTE 1 — The specific reference temperature is usually 25 °C.

NOTE 2 — Specifications usually refer to the maximum deviation (abspgiy
ranges below and above the specified reference case temperature.

NOTE 3 — The tracking error is usually expressed as a percentad
temperature.

3.6
(diode) responsivity Rp, R (of a photodiods):
g optical port of the photodiode

ymbol may be used

— chip itself;

— packaged component wiif

3.7 §>
excess noise fact 7

noise resulting from ng fluctuations of the avalanche carrier multiplication: it
is defined as the {atig 0of th » er at a specified reverse bias to the amplified shot noise
of the photoc 8 everse bias

NOTE - The re Q) 9 8 should be sufficiently low that no carrier multiplication takes place but
sufficiently farge gvice, i depleted and has achieved its rated speed and responsivity.

or subsystems

4.1 (Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting or infrared-emitting diode with or without optical fibre
pigtail for fibre optic systems or subsystems.

4.2 Semiconductor material

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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4.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

4.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.
4.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

4.3.3 ldentification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une

pborne et le boitier.

4.3.4 Caractéristiques de l'accés optique: orientation par rapport a I'axe mécanique, position
par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérique.

4.3.5 Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant
de protection, le connecteur et la longueur.

Qfce, le type

4.3.6 Informations concernant la dissipation thermique du boftj&r.

4.4  Valeurs limites (systeme des limites absolues) dans la_ga températures de
fonctionnement, sauf indication contraire /—\

Réf. Caractéristiques Syw Exigences
ittéral
/\ /(> 5 Min. Max.

4.4.1 Température de stockage \ \ J Tstg X X

soit 4.4.2.1 Température ambiante Tamb X X

soit 4.4.2.2 Température de baoitier (\ Tcase X X

4.4.3 Température d ou}wfj te axi de soddage Tsid X
et distance r&inim e specifiée parvapport au bpitier

4.4.4 Tension inve{rse VR X

4.45 Courént direcpcontin \/ Ie X
Cour /faQ ur de réductian

4.4.6 Couranjadixect de pointe-dans Mnditions d'impulsions IERM X
spécifiees, (3l y aVieu)
Courbe ou facteur de\rédustion (s'il y a lieu)

4.4.7 issw puﬁsir;% Piot X
C urbti\o cteur denvéduction (s'il y a lieu)

4.4.8 \ P les ositifs a température de boitier spécifiée: Twi) X
\T{m

Sratiyre onction virtuelle (s'il y a lieu)

4.4.9 PouNiz}rositifs avec fibre amorce: r X
Rayon deourbure de la fibre amorce (a la distance

spécifiée par rapport au bottier)

4.4.1Q Chocs X
4411 Vibrations X
44.12 Résistance a la traction pour les dispositifs avec fibre
4.4.12.1 Structure lache:
— Résistance a la traction sur la fibre le long de son axe F X
— Résistance a la traction sur la gaine de protection le
long de son axe F X
4.4.12.2 Structure serrée:

— Résistance a la traction sur la fibre amorce le long de
son axe F X
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4.3 Details of outline and encapsulation

4.3.1 IEC and/or national reference number of outline drawing.
4.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

4.3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal

and the case.

4.3.4 Characteristics of the optical port: Orientation relative to mechanical axis, position
relative to mechanical axis, area, numerical aperture.

4.3.5 For devices with pigtail: Information on the pigtail fibre, kind of"prote % connector,
length.

4.3.6 Information on the heat sink of the package.

4.4 Limiting values (absolute maximum system) over theQperating perature range,

unless otherwise stated /‘\

Ref. Characteristics U\ Le erw Requirements
(\ /\ Min. Max.

AY
4.4.1 Storage temperature Q < ( \ NS )\7’5/19 X X

either 4.4.2.1 Ambient temperature N Tamb X X

or4.4.2.2 Case temperature A~ Tcase X X

4.4.3 Soldering te ture um\s{%ﬁmg Tsig X
and minimu drst ce'to ca ecifi

4.4.4 Reverse age VR X

4.4.5 Con cyren Ie X

ratr curve or derat fa or

4.4.6 Rep itive pe lerm X

cond' ioQs (

4.4.7 d| Piot X
Der derating factor (where appropriate)

4.4.8 se- rate devices: Twi) X
tu jsactionytemperature (where appropriate)

Y
4.4.9 or deviges with pigtail: r X
Bend_radius of pigtail (at specified distance from the
case)

4.4.10 Shock X
4.41% Vibration X
4,412 Tensile force on devices with pigtail:
4.4.12.1 Untight structure:
— Tensile force on fibre along its axis F X
— Tensile force on cladding along its axis F X
4.4.12.2 Tight structure:

— Tensile force on pigtail along its axis F X
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4.5 Caractéristiques électriques et optiques
Réf. Caractéristiques Conditions & Tyyp OU Tease = 25 °C | Symbole Exigences
sauf indication contraire littéral
Min. Max.
45.1 Tension directe Ir ou @, spécifié Ve X
452 Courant inverse VR spécifié Ir X
453 Résistance différentielle Ir ou @, spécifié Ta X
454 Capacité totale VR, f spécifiés Ciot X
soit Bruit d'intensité relative Ir ou @, fy, Afy spécifiés RIN X
4551 |[(s'ily alieu)
soit Rapport porteuse/bruit (s'il y a Ir ou @, f., Afy, f,, m spécifiés X
4.5.5.2 |lieu) )
soit Flux énergétique Ir spécifié (en continu ou en x D
45.6.1 impulsions ou les deux)
soit Courant direct ®, spécifié I X X
4.5.6.2 .
4.5.7 Pour les dispositifs sans fibre Ie ou @, angle @ spécifiés \ \w X
amorce: s
angle a mi-intensité (s'il y a lieu) ~
4.5.8 Pour les dispositifs sans fibre Ig ou @, angl s\\éc/iéé AB X
amorce: L
angle de désalignement (s'ily a
lieu)
4.5.9 Largeur de bande du I e SPEGIfié AA X
rayonnement spectral
VN
soit Temps de commutatiory ranicantnu, X
4.5.10.1 | — temps de croissan }qpulsion ¢'entrée t X
— temps de décroissanse [ ionet k X
— temps de retard|(si d'utiligation spécifiés td(on)/ X
— Longueurs d'onde dt 4(off)
maximales
soit Fréquenco I O, spécifié f X
4.5.10.2 /L\
1) S'ily a lieu /\ >
4.6 Inf entaires
Soit

4.6.1.1 Courbe t

e ou coefficient du flux énergétique en fonction de la température et

courbe typique du flux énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en impulsions,
commeé spéecifié).

sOit

4612 Caourhe f\}lpiqlln ou-coefficient de l'intensité énnrgéfiqlln en fonction de la fnmpérnhlrn

et courbe typique de l'intensité énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsions, comme spécifié).

4.6.2 Courbe typique ou coefficient de variation des longueurs d'onde d'émission maximales
en fonction de la température.

4.6.3 Diagramme de rayonnement typique.

4.6.4 Résistance thermique, a température ambiante ou a température de boitier spécifiée.
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4.5 Electrical and optical characteristics

Ref. Characteristics Conditions at  Tymp OF Tease = 25 °C | Letter Requirements
unless otherwise stated ymbol Min. Max.
4.5.1 Forward voltage Ie or @, specified Ve X
4.5.2 Reverse current VR specified Ir X
4.5.3 Differential resistance Ir or &, specified rd X
4.5.4 Total capacitance VR, fspecified Ciot X
either Relative intensity noise Ig or @, fy, Afy specified RIN X
45.5.1 (where appropriate)
or Carrier-to-noise ratio (where Ir or &, f., Afy, f,, m specified C/i X
4.5.5.2 appropriate)
either Radiant output power Ir specified (d.c. or pulse, or both) q}é ( X x D
4.56.1
or Forward current ®, specified Ie ! X
4.56.2
4.5.7 For devices without pigtail: Ir or ®¢, angle @ specified \1,2 X
Half-intensity angle (where M
appropriate)
458 For devices without pigtail: Ie or @, angle ¢ specified 0 X
misalignment angle (where
appropriate) f\ JON
4.5.9 Spectral radiation bandwidth éo e sé}}ﬁef ( U i\/ AN X
either Switching times: \J X
4.5.10.1 |-rise time t X
— fall time ty cy¢le specified t; X
— delay times (where appropriate) taony! X
— peak emission way, gths ta(otfy
or Cut-off frequenc f, X
4.5.10.2 K ('\
1) Where appropriaten \ \ \
4.6 Supplementayy
Either
4.6.1.1 Typical cur ient of radiant power versus temperature and typical curve of
radiant @ forward current (d.c. or pulse, as specified).
or

4.6.1.2 _<Typical curve or coefficient of radiant intensity versus temperature and typical curve of
radiant\intensity versus forward current (d.c. or pulse, as specified).

4.6.2 Typical curve or coefficient of change in peak emission wavelength versus temperature.

4.6.3 Typical radiation diagram.

4.6.4 Thermal resistance, ambient-rated or case-rated.
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5 Module laser avec fibres amorces

5.1 Type

Le module laser se compose des éléments de base suivants;

diode laser

fibre amorce

photodiode 0

thermistance U si nécessaire

élément Peltier

5.2 Semiconducteur
5.2.1 Matériaux

diode laser par exemple: GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodiode par exemple: Ge, Si, GalnAs
capteur de température O sinécessaire
élément Peltier O

5.2.2 Structure

Diode laser, par exemple: guidage pdr le

distribuée, etc.

5.3 Détails d'encombrement et d'encapsu

jon
5.3.1 Numéro CEI et/ou Qumé de ¢ du dessin d'encombrement.
5.3.2 Méthode d'enca

5.3.3 Identifica e dicatjon d'une connexion électrique éventuelle entre une

5.4 Valeursiimites fSystéme des limites absolues) dans la gamme des températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

Conditions générales

5:4.1 Températures de stockage minimale et maximale (Tgg).

5.4.2 Températures de fonctionnement minimale et maximale (boitier) (T ase)-

5.4.3 Températures de fonctionnement minimale et maximale (embase) (si nécessaire)
(Tsub)'

5.4.4 Température de soudage maximale (temps de soudage et distance minimale par
rapport au boitier (Tgq).

5.4.5 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce (& une distance spécifiée du boitier) ().
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5 Laser module with pigtails

5.1 Type

The laser module consists of the following basic parts:

laser diode

pigtail

photodiodes 0

thermal sensor O where appropriate
Peltier element O

5.2 Semiconductor
5.2.1 Material

laser diode e.g. GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodiode e.g. Ge, Si, GalnAs 0

thermal sensor O where appropriate
Peltier element O

5.2.2 Structure

5.3.3 Terminal ic
the case.

unless-otherwiseystated

Generalscanditions
5.4, "Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).

5.4.2 Minimum and maximum operating case temperatures (T....).

5.4.3 Minimum and maximum operating submount temperature (Tg,;).
5.4.4 Maximum soldering temperature (soldering time and minimum distance to case) (Tgq)-

5.4.5 Minimum bend radius of pigtail (at specified distance from the case) (r).
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5.4.6 Chocs (accélération maximale et durée d'impulsion).
5.4.7 Vibrations (accélération maximale et gamme de fréquences).
5.4.8 Force de traction le long de I'axe du cable.

5481 Structure lAche:

— Force de traction maximale sur la fibre (F).
— Force de traction maximale sur le céble (F).

5.4.8.2 Structure serrée:

— Force de traction maximale sur le cable (F).

Diode laser

Pour les modules laser sans refroidisseur Peltier, la cod
réduction doit étre donné pour un des parameétres suiv, :
laser avec refroidisseur Peltier, T, est égal a 25 °C

be™de\ réduction\ou le facteur de
Q 3. Pour les modules

5.4.9 Tension inverse maximale (Vg).

5.4.10 Courant direct continu maximal

5.4.13 Flux énergétique
(@ep)-

Photodiode

5.4.14 Tens
5.4.15
Capteur de températufe (si nécessaire)

5.4.16:F ~ Puissance dissipée maximale (P).

ou

5.4.16.2 Tension d'alimentation maximale (V).
Elément de refroidissement (si nécessaire)

5.4.17 Courant maximal en conditions de refroidissement et de chauffage (/pg).
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5.4.6 Shock (maximum acceleration and pulse duration).
5.4.7 Vibration (maximum acceleration and frequency range).
5.4.8 Tensile force along cable axis:

h 481 Untight structure:

— Maximum tensile force on fibre (F).
— Maximum tensile force on cable (F).

5.4.8.2 Tight structure:

— Maximum tensile force on cable (F).

Laser diode

For laser module without Peltier cooler, derating curve or
of following parameters, 5.4.10 to 5.4.13. For laser modu
25 °C.

{ be given for one
gr, Tgyp €quals to

5.4.9 Maximum reverse voltage (Vg).
5.4.10
5.4.11
5.4.12 Maximum puls
5.4.13 Maximu@
Photodiode
5.4.14 Maximn
Thermal senso g appropriate)
5.4.16.1L5:Maximum power dissipation (P)
or

54162 Maximum voltage supply (V)

Thermal electric cooler (where appropriate)

5.4.17 Maximum cooler current under cooling and heating (/pg).
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5.5 Caractéristiques électriques et optiques

Conditions a Tg,, =25°C
pour le module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C pour le module Symboles Exigences

laser sans élément Peltier
sauf spécification contraire

Diode laser

55.1 Tension directe I ou @, specifie Ve Max.

5.5.2 Courant de seuil lith) Min. | Max.

5.5.3 Fluxlénergétique au courant de | /g = Ity @e(TH) Max.
seui

5.5.4 Courant direct au-dessus du ®, spécifié Max.
seuil (pour module laser avec T = Tgase Max. ou Ty, Max.
refroidisseur Peltier) N\

5.5.5 Efficacité différentielle (pour ®, ou Alg spécifié ® Max.
Peltier)

5.5.6.1.2 | Largeur spectrale a mi-hauteur | ®, ou Alg spécifié
fonctionnement con

pointe fonctionnement continu >

I
d
1 Max.
m Max.

A
L~ n
module laser avec refroidisseur [ T = T .5, max. ou Tyyp Max. /\
5.5.6 Caractéristiques spectrales \
5.5.6.1.1 | Longueur d'onde d'émission de | @, ou Al spécifié h Ao Min. [ Max.
Ap
n

ou Espacement modal et nombre
5.5.6.1.3 | de modes longitudinaux

5.5.6.1.4 | Longueur d'onde d'émission de Ap? Min. | Max.
pointe en modulation

5.5.6.1.5 | Largeur spectrale a mi-hauteur Ao 2) Max.
en modulation

et/ou Longueur d'onde ce Ab Min. | Max.

5.5.6.2.1

5.5.6.2.2 | Largeur spectral AN (rms) ) Max.
moyenne

ou Espace nm Max.

5.5.6.2.3 [ de modes

5.5.6.2.4 | Longueur d'g QW AIE spécifié A2 Min. | Max.
modulatio condition de modulation spécifiée

o OU Al spécifié Mg 2 Max.

condition de modulation spécifiée

5.5.6.2.5 | Largeuy_spectra
moym o}

5.5.7 dul Iaser}ﬁod speMunique, sous modulation directe spécifiée
5.5.7.1 ral ®, ou Alg spécifié A Max.
condition de modulation spécifiée

5.5.7.2 suppyession des ®, ou Alg spécifié SMS Min.
modes extre condition de modulation spécifiée

5.5.8.1 _|‘GlisSsement spectral Aley, Algg, @e1y Qe A Max.

5.5.8.2"\"{ Glissement spectral de module | Tamp ¥ 0U Tease 2, A\, Max.
laser sans refroidisseur Peltier | T,mp 2 oU Teace

55.9.1 Temps de croissance, t, Max.
temps de décroissance E Courant de polarisation Al ou @ 2

et/ou H courant d'impulsion d'entree,

5.5.9.2 Temps d'établissement, [] durée et rapport cyclique spécifiés tons Max.
temps de coupure O toss

O
5.5.10 Fréquence de coupure ®, ou Alg spécifié fe Min.

5.5.11 Rapport porteuse sur bruit Al ou @, Af, f,, m et fy spécifiés C/N Min.
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5.5 Electric and optical characteristics
Conditions at Tg,, =25°C
for laser with Peltier cooler,
Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C for laser Symbols Requirements
module without Peltier cooler
unless otherwise stated
Laser diode
55— Ferward-reHage tor--specified o Meoe
5.5.2 Threshold current Iithy Min. Max.
5.5.3 Radiant power at threshold Ie= Iy Pe(TH) Max.
554 Forward current above ®, specified Alg Max.
threshold (for laser module T = Tease Max. or Ty, Max.
without Peltier cooler)
P
5.5.5 Differential efficacy (for laser ®, or Al specified d in. Max.
module without Peltier cooler) [ T = T ;5 max. or Tyyp Max. \
5.5.6 Spectral characteristics \}
5.5.6.1.1 | Peak emission wavelength @, or Al specified D in. Max.
CW-operation
5.5.6.1.2 | Spectral radiation bandwidth ®, or Al specified p Max.
FWHM CW-operation
or Mode spacing and number of nm Max.
5.5.6.1.3 | longitudinal modes
5.5.6.1.4 | Peak emission wavelength Ap 2) Min. Max.
under modulation
5.5.6.1.5 | Spectral radiation bandwidth Ap? Max.
under modulation
and/or Central wavelength Ay Min. Max.
5.5.6.2.1
5.5.6.2.2 | Spectral radiatign DN rmsy Y Max.
r.m.s. bangwidt
or Mode spa nm Max.
5.5.6.2.3 | longitudina
5.5.6.2.4 | Central w r Alg specified A2 Min. Max.
modulati odulation condition specified
5.5.6.2.5 @, or Al specified iy Max.
modulation condition specified
557 { FmodeNaser module under specified direct modulation
5.5.7.1 ®, or Al specified AN Max.
modulation condition specified
5.5.7.2 | Side‘mode sbppression ratio ®, or Al specified SMS Min.
modulation condition specified
5.5.8(1) | Spectral shift Algy, Algg, @e1, Qe DA Max.
5:5:8.2 | Spectral shift for laser module | Tmp Y OF Tease ¥, DA Max.
without Peltier cooler Tamb 2 OF Tease 2
A - " ] A
J.J.J. L MNIST UTITT, 1= Lr, IVIAdA.
fall time E Bias current Al or @, t;
and/or | input pulse current,
5.5.9.2 Turn-on time, E width and duty cycle specified tons Max.
turn-off time 0 toff
5.5.10 Cut-off frequency ®, or Al specified fe Min. Max.
5.5.11 Carrier-to-noise ratio Alg or @, Af, fr,, mand f, specified C/N Min.
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Conditions a Tg,, =25°C

pour le module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tgase = 25 °C pour le module | Symboles Exigences
laser sans élément Peltier
sauf spécification contraire

Photodiode de commande
5.5.12 Courant d'obscurité ®, =0 Iy Max.
VR Speciiie
5.5.13 Courant inverse sous ®, ou Al spécifié IR(e) Min. Max.
rayonnement optique VR spécifié
soit
5.5.14.1 [ Capacité de la diode Vg et f spécifiés Ciot Max.
ou
5.5.14.2 | Temps de croissance, ®, ou Al spécifié Max.
temps de décroissance Vg spécifié
5.5.15.1 | Rapport de contrdle ®, ou Alg et Vg spécifiés, Max.
gamme de température: 25 °C & T 40
min. ou Tymp Min.
et/ou
5.5.15.2 | Rapport de contrdle ®, ou Alg et Vg spécifiés, Max.
gamme de température: ° ase
min. ou Tymp Min.
Thermistance (si nécessaire)
5.5.16 | Résistance Courant de la thefmis '« Spécifie R Min. Max.
5.5.17 Pente de la résistance Courént\de thefmistarce I,{ spdcifjé. AR/R Min. Max.
Températoxe de fonctjopnerngent:
Tsub ! N sub
Elément Peltier (si nécessaire)
5.5.18 Courant Peltier ®, oy Al Spécifié, Ipg Max.
pétature onctidgnement: T
mIiN.~QUN c55¢ N3 RN
5.5.19 | Tension Peltier N gpou A ‘ép%ﬂ;) Vee Max.
températu Ctionnement: T.,qe
oUN ApIMinNet max.

1) En fonctionneméqt conting.
2) En modulation. /\ n

5.6.2 Temps de réponse en température de la thermistance en fonction de la variation du
courant de refroidissement (si nécessaire).

5.6.3._Résistance thermique entre jonction diode laser et boitier (sans refroidissement): Rypj.c.

5:6.4 Parametre s;;.

5.7 Précautions a prendre
Voir la CEI 60825.
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Conditions at Tg,, =25 °C
for laser with Peltier cooler,
Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C for laser Symbols Requirements
module without Peltier cooler

unless otherwise stated

Monitor photodiode

5.5.12 Dark current o, =0 [ Max.
VR specified

5.5.13 Reverse current under optical | ®, or Al specified Ir(e) Min. Max.
radiation VR specified

either

5.5.14.1 |Diode capacitance VR and f specified Cidt Max.

or

5.5.14.2 |Rise time, ®, or Al specified y b ( Max.
fall time VR specified

5.5.15.1 [Tracking error @, or Alx and V specified,
temperature range: 25 °C to T.,q
min. or Tymp Min.

E}\\Q Max.
E/ Max.
Thermistor (where appropriate)

5.5.16 Resistance rmis rrent\l;,/sp |f|ed R Min. Max.
5.5.17 Slope of resistance The tor t Itc ecifie AR/R Min. Max.
Te perature r
v Sub
Peltier current (where appropri te)V‘
5.5.18 Peltier current <
5.5.19 Peltier v&l\a/g? P, Ox A/ specified, Vee Max.
mpgrature range: Tage OF Tamp MiN.
/\ }q ax.

D cw- operatlon N_

2 In modulat| n.
5.6
5.6.1 DCyfarward current of the laser diode corresponding to @ggo-

and/or
5.5.15.2 [Tracking error @, or Al and Vg sp
temperature range:
min. or Tymp m|n

Ipg Max.

NOTE =“@s5,: radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and reliability of
devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance procedures.

5.6.2 Response time of the thermistor temperature to the change of cooler current (where
appropriate).

5.6.3 Thermal resistance between laser diode junction and case (without cooler): Rj.c.
5.6.4 sq1 parameter.

5.7 Hazard
See IEC 60825.
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6 Photodiodes PIN pour systemes ou sous-systémes a fibres optigues

6.1 Type

Photodiodes PIN a température ambiante ou a température de boitier spécifiée, avec ou sans
fibre optique amorce pour les systémes ou sous-systemes a fibres optiques.

6.2 Matériau semiconducteur

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation
6.3.1 Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d'ep
6.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

6.3.3 Identification des bornes et indication d'une connexij
borne et le boitier.

foncuonnement

Réf. aractéri t|q Symbole littéral Exigences
6 Min. Max.

6.4.1 Temper{Woka e Tstg X X

soit 6.4.2.1 ératoxe a iaw Tamb X X
soit 6.4.2.2 mp srat oi i Tcase X X

6.4.3 emp rexde s ge au temps maximal de Tsid X
e et distance minimale spécifiée par rapport
0| )
6.4.4 \‘Fe\smn verse Vi X
6.4.5 Dissipatidn de puissance Piot X
6.4.6 Flux énergétique dans la zone sensible P, X
6.4.7 Pour les dispositifs avec fibre amorce: r X

Rayon de courbure de la fibre amorce
(a la distance spécifiée par rapport au boitier)

648 Chocs X
6.4.9 Vibrations X
6.4.10 Résistance a la traction pour les dispositifs avec

fibre amorce:
6.4.10.1 Structure lache:

— Résistance a la traction sur la fibre le long de son

axe F X

— Résistance a la traction sur la gaine de protection

le long de son axe F X
6.4.10.2 Structure serrée:

— Résistance a la traction sur la fibre F X
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6 PIN photodiodes for fibre optic systems or subsystems

6.1 Type

Ambient-rated or case-rated PIN photodiodes with or without optical fibre pigtail for fibre optic
systems or subsystems.

6.2 Semiconductor material

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 Details of outline and encapsulation

6.3.1 IEC and/or national reference number of outline drawing.

6.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

6.3.5 For devices with pigtail: informati
connector, length.

6.3.6 Information on the e

6.4 Limiting values (a
unless othery&:{s ated

Ref. ky@ Letter symbol Requirement
Min. Max.

6.4.1 Sto ge\\}w{erahx{ N Tetg X X

either 6.4.2.1 Ambight texpperature Tamb X X

or 6.4.2. \Qaswe\{am erature Tcase X X

6.4.3 eri Wrawre at maximum soldering time Ts1d X
Nan minknum distance to case specified

6.4.4 Reverse/oltage Vi X

6.4.5 Power dissipation Piot X
6.4.6 Radiant power on the sensitive area (oR X
6.4.7 For devices with pigtail: r X

Bend radius of pigtail (at specified distance from the

case)
6.4.8 Shock X
6.4.9 Vibration X
6.4.10 Tensile force on devices with pigtail:
6.4.10.1 Untight structure:

— Tensile force on fibre along its axis F X

— Tensile force on cladding along its axis F X
6.4.10.2 Tight structure:

— Tensile force on pigtail along its axis F X
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6.5 Caractéristiques électriques et optiques

NOTE - La tension V spécifiée doit étre identique pour toutes les caractéristiques, sauf indication contraire.

Réf. Caractéristiques Conditions &  Tynp OU Tease = 25 °C | Symbole Exigences
sauf indication contraire littéral Min. Max.

6.5.1.1 | Courant d'obscurité Vi spécifié, ®, = 0 lrpy P X
6.5.1.2 Courant d'obscurité a Vg spécifié, ®, =0 2)

température élevée Tornn OU Tonce SPECifié Ir(p) X
6.5.2 Capacité totale VR, fspécifiés, ®, =0 Ciot X
6.5.3 Courant de bruit Vs Ir(eys for Dfns RL, Ap, AA spécifiés In X
6.5.4 Pour les dispositifs sans fibre

amorce:
6.5.4.1 | Sensibilité sur I'axe mécanique Vr, Ap, DA, @ spécifiés , S x

(s'il'y a lieu)

spécifié Q
6.5.4.2 | Sensibilité spatiale non uniforme | Vg, Ay, AA ou @, spécifiés \ X
X

6.5.5 Pour les dispositifs avec fibre \
amorce: N
Sensibilité Vi, Ay, AN, O, spécifiés N x D
soit Temps de commutation: i N t X
6.5.6.1 — Temps de croissance t X
— Temps de décroissance tacon)! X
— Temps de retard (s'il y a lieu) ta(off)
— Temps de stockage ts X
soit Fréquence de coupure fe X
6.5.6.2

D s'ily a lieu

2 Terme et/ou symbole Iittéraél‘\e‘f@ 4
N

6.6 Informationsssu
6.6.1 Courbe tg}

températures

curité en fonction de la tension, a différentes

6.6.2 Courbg’typi pacité totale en fonction de la tension inverse

6.6.4 Sensijbilite relative en fonction de la température

6.6.5 _Courbe ou facteur de réduction de la dissipation de puissance maximale

7 y'Photodiodes a avalanche avec ou sans fibre amorce

7.1 Type

Photodiode & avalanche & température ambiante ou de boftier spécifiée pour systemes ou
sous-systemes a fibres optiques.
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6.5 Electrical and optical characteristics

NOTE - The specified voltage Vj shall be the same for all the characteristics, unless otherwise stated.

Ref. Characteristics Conditions at  Tymp OF Tease = 25 °C | Letter Requirement
unless otherwise stated ymbol Min. Max.
6.5.1.1 | Dark current Vk specified, ®¢ = 0 Iry ¥ X
6512 Dark current at hioh temperature \ L Hied—d—=—=0
b L VR SpPCTTeay 3 u l 7) X
Tamb OF Tease SPecified R(D)
6.5.2 Total capacitance Vg, fspecified, ®, =0 Ciot X
6.5.3 Noise current Vi Ir(eys o, Afys RL, Ap, A specified In X
6.5.4 For devices without pigtail:
6.5.4.1 | Sensitivity along the specified Vi: Ap, AN, @ specified > S X x D
mechanical axis (

6.5.4.2 Spatial uniformity of sensitivity VRr: Ap, BN or @, specified X

(where appropriate)

6.5.5 For devices with pigtail:
Sensitivity Vi, Ap, DA, @ specified<\ WSip, S X x D

either Switching time: VRr: Aps OA, pulse base ®inp e\ T X
6.5.6.1 |- Rise time top ®g,, R specified fi X
— Fall time d(on)/ X
— Delay times (where appropriate) ta(off)
— Storage time ts X
or Cut-off frequency fe X
6.5.6.2

1) Where appropriate

2 Term and/or letter symbol chonsiderati

6.6.5 Derafing c or derating factor of maximum dissipation

7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails

7,Y Type

Ambient-rated or case-rated avalanche photodiode for fibre optic systems or subsystems.
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7.2 Semiconducteur
7.2.1 Matériau

Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure

7.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

7.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.

7.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

7.3.3 Identification des bornes et indications d'une connexion élec
borne et le boftier.

7.3.5 Information sur la fibre amorce (s'il y a i
connecteur, longueur.

fonctionnement, sauf indication contraixe

7.4.3 Températures de
oU Teage)- 6

Je’puissance a une température ambiante ou de bofitier de 25 °C
ou facteur de réduction.

7.4.6 Force.dexractio
de I'axe de lafibre 2

maximale sur la fibore amorce ou le cable, s'il y a lieu; dans la direction
riorce d'entrée, ou du cable.

7.4.7C"Courant inverse maximal (/g).

7.74.8 Courant direct maximal (/).
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7.2 Semiconductor
7.2.1 Material

Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure

7.3 Details of outline and encapsulation

7.3.1 IEC and/or national reference number of outline drawing.

7.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

7.3.3 Terminal identification and indication of any electrical conng
and the case.

7.3.5 Information on the pigtail fibre (where apprd
connector, length.

7.4 Limiting values (absolute maximy
unless otherwise stated

7.4.3 Minimum ard
7.4.4 Maximum s:;

be specified).

7.4.7 Maximum reverse current (Ig).

748" Maximum forward current (/g).
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7.5 Caractéristiques électriques et optiques

VR doit étre le méme pour toutes les caractéristiques: il doit étre égal a 0,9 fois la valeur de
V(gr) mesurée individuellement, sauf spécification contraire.

Réf. Caractéristiques Condition & Tyyp OU Tease = 25 °C | Symboles Exigences
sauf indication contraire

+-5-1 Fension-de-claguage e ot-t="0 VERT MR- Mane
Ir spécifié

7.5.2.1 Courant inverse d'obscurité Esou @, =0, Ir Y Max:
(Note 1) VR spécifié

7.5.2.2 Courant inverse d'obscurité E,ou @, =0, Ig 2 Max.
(Note 2) VR spécifié

T = Tagmp Max. ou Tyge Max. ~
7.5.3.1 Sensibilité (Note 1) Vi1 (Note 2), @, App, AA spécifiés 1) in. Max.
(Note
1)
7.5.3.2 Sensibilité (Note 2) Vrs e, Ap, AA spécifiés 2 in. Max.

NN S|

7.5.4 Facteur de multiplication Vr1 (Note 2), A, 94(%, prc\hs\k W Min.

7.5.5 Capacité totale Es, ou @, = O;AZQ,KfSpéci}ié% Ciot Max.
7.5.6.1 Temps d'établissement et temps
de coupure ton Max.
tos Max.
7.5.6.2 Fréquence de coupure en petits fe Min.
signaux
7.5.7 Facteur d'excés de byit (N})Q:\e) Rs s Aps AN, M, 1o, Fe Max.
(\N éci
7.5.8 Courant de er|t \»Q/ a heu) %R, A N Spécifiés In Max.
NOTE 1 -S'ily a I|e
NOTE 2 — VR4 doit eNaleur fajble afin q Ieffet de multiplication soit négligeable, ou étre la tension a
laquelle le dispositif a K;Toxw\to comple ntdésertée et a atteint sa vitesse nominale.

7.6 Informati S nta es

de claquage en fonction de la température.

7.6.2 Courbe<de sensibilité en fonction de la longueur d'onde.
7.6.3 Courbe de capacité en fonction de la tension inverse.

7.6.4_Courbe du facteur de multiplication en fonction de la tension inverse a différentes
températures.

7.6.5 Courbe du courant inverse d'obscurité en fonction de la tension inverse a différentes

températures.
7.6.6 Position de la surface sensible par référence au boftier (sans fibre amorce).
7.6.7 Courbe du facteur d'excés de bruit en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu).

7.6.8 Courbe du courant de bruit en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu).
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7.5 Electrical and optical characteristics

VR shall be the same for all characteristics; it shall be equal to 0,9 of the individually measured
value of V(gg), unless otherwise specified.

Ref. Characteristics Conditions at  Tymp OF Tease = 25 °C | Symbols Requirement
unless otherwise stated
51 BreakdowrveHlage = ottp="5 YERy MHA- ek
Ir specified
7.5.2.1 Reverse dark current (Note 1) Ee or @, =0, Ir n Max:
VR specified
7.5.2.2 Reverse dark current (Note 2) Ee or @, =0, Ir Max.
VR specified
T = Tamp Max. or Tage Max.
7.5.3.1 | Sensitivity (Note 1) Vi1 (Note 2), @, App, AN specified D in. Max.
(Note
1)
7.5.3.2 Sensitivity (Note 2) Vs e, Ap, AA specified XS ) n. Max.
AN (Note
2)
N\
7.5.4 Multiplication factor Vi1 (Note 2), A, 9&(%, spxc\hﬂ\ \M Min.
7.5.5 Total capacitance Ec or @ = 0;/\4& ((spéciﬂedl\ Ciot Max.
7.5.6.1 Turn-on time and turn-off time
ton Max.
tosf Max.
7.5.6.2 Small signal cut-off frequency fe Min.
7.5.7 Excess noise factor %VR b o DA, M, 1o, Fe Max.
<\(\ spe
7.5.8 Noise current (W e ap oprlat N specified I, Max.
NOTE 1 — Where app r| .
NOTE 2 — Vx4 sho’ mall value_atwhick_n gllglble carrier multiplication takes place, or the voltage at
which the device is fu eplet nd S gchieved its rated speed.
7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3-Curve of capacitance versus reverse voltage.

7.6.4 Curve of multiplication factor versus reverse voltage at different temperatures.

7.6.5 Curve of reverse dark current versus reverse voltage at different temperatures.
7.6.6 Location of sensitive area by reference to the package (without pigtail).
7.6.7 Curve of excess noise factor versus reverse voltage (where appropriate).

7.6.8 Curve of noise current versus reverse voltage (where appropriate).



https://iecnorm.com/api/?name=2f9df795dfefbb2b8356f9370881a7d5

- 34 - 62007-1 © CEI:1997+A.1:1998

8 Modules PIN-FET pour les systémes ou sous-systémes a fibres optiques

8.1 Type

Modules PIN-FET mesurés a la température ambiante ou a la température du boftier pour les
systémes ou sous-systémes a fibres optiques. Les éléments de base du module PIN-FET sont
les suivants:

— une photodiode PIN;

— des FET (transistors a effet de champ);

— un circuit d’amplification (s’il y a lieu);

— une fibre amorce, des connecteurs de fibre amorce, des réceptacles (ho snnectorisé).

8.2 Matériau semiconducteur

— Photodiode PIN: Si, Ge, InGaAs, etc.
— FET: GaAs, Si, etc.

— Circuit d'amplification: GaAs, Si, etc.

8.3 Structure

— Photodiode PIN: Mesa, planaire, €
— FET: JFET, HEMT, etc.

— Informations concernant le couplage
etc.

etc.

— Informations conce

8.4 Détails d'e@

— Méthode d’enca e/fétal/plastique/autre

— Identificafion des S indication d’une connexion électrique éventuelle entre une
borne e i

— Carac I'accés optique: orientation par rapport a I'axe mécanique, position par
rapport a ecanique, zone, ouverture numérique

— Informatiohs con
longueur

érnant la fibre amorce: type de fibre, type de protection, connecteur et

— Infermations concernant le connecteur/le réceptacle.
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8 PIN-FET modules for fibre optic systems or subsystems

8.1 Type

Ambient-rated or case-rated PIN-FET modules for fibre optic systems or subsystems.

The PIN-EET module caonsists of the fnllnwing hasic parts:

— PIN photodiode;

— FETs;

— amplifier circuit (where appropriate);

— fibre pigtail, pigtail connectors, receptacles (connecterized package),

8.2 Semiconductor material

— PIN photodiode: Si, Ge, InGaAs, etc.
— FET: GaAs, Si, etc.
— Amplifier circuit: GaAs, Si, etc.

8.3 Structure

— PIN photodiode: Mesa, planar, etc.
— FET: JFET, HEMT, etc.

— Information on the circqit:
— Information on the package: pigtai

dtal/plastic/other
ydication of any electrical connection between a terminal and

— Information on“thepigtail fibre: type of fibre, kind of protection, connector, length

— Information on the connector/receptacle.
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Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
8.5.1 Température de stockage Tstg X X °C
soit 8.5.2.1 Température ambiante Tamb X X °C
soit 8.5.2.2 Température du boitier Tcase X X °C
8.5.3 Température de soudage au temps maximal de soudage Tsid X C
et a la distance minimale spécifiée par rapport au boitier
8.5.4 Tensions d’alimentation aux bornes spécifiées Vsupp X \
8.5.5 Flux énergétique au niveau de I'acces optique ®e /\\ ] mW (W)
8.5.6 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distance r X mm(cm)
spécifiée par rapport au boftier) \
8.5.7 Chacs ( A Xy ] mists
8.5.8 Vibrations \ \ ~N \ X m/s?, Hz
8.5.9 Résistance a la traction le long de I'axe du cable: \ \)
8.5.9.1 Structure lache
- Résistance a la traction sur la fibre 7 N N
- Résistance a la traction sur la cable X
F X N
8.5.9.2 Structure serrée O
- Résistance a la traction sur le E N N
8.6 Conditions de fonct@q{\i 5, °Cy sauf indication contraire
Référence éristique Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
8.6.1 TensioWi entation Spécifiées pag le'huméro de Vsupp X X \
borne A
8.6.2 Courantd’ah tati (Wx.) spécifié par le Isupp X mA
numéro boxne
8.6.3 Réﬁstm\e &@rg}\ > R X Q
N
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8.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.
8.5.1 Storage temperature Tstg X X °C
Either 8.5.2.1 | Operating ambient temperature Tamb X X °C
or 8.5.2.2 Operating case temperature Tcase X X °C
8.5.3 Soldering temperature at maximum soldering time and Tsid X °C
minimum distance to case specified
8.5.4 Supply voltages at specified terminals Vsupp X X V
8.5.5 Radiant power at optical port Pe ( \ mW (W)
8.5.6 Bend radius of pigtail (at specified distance from the r x Q mm(cm)
case) \ h \
8.5.7 Shock \ \ m/s?, s
8.5.8 Vibration \ \ \ \)2 m/s?, Hz
8.5.9 Tensile force along cable axis: \ \>
8.5.9.1 Untight structure
— Tensile force on fibre X N
— Tensile force on cable 7 X N
8.5.9.2 Tight structure O
- Tensile force on cable F X N
8.6 Operating conditions at  Tymp =(25 (é:\nl s\Qtheywise stated
Reference Charac Letter Requirements Unit

symbol Min. Max.

8.6.1 Supply voltage cj éskby te(K\NQI n\\r\/ Vsupp X X Y

8.6.2 Supply gurrent Tamb Aax spe fle}\Q)}rmmal Isupp X mA
number

8.6.3 Load reS|s RL X Q

\/
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8.7 Caractéristiques électriques et optiques
Conditions a Tamb Symbole Exigences
Référence Caractéristiques ou Tcase = 25 °C, littéral Min. Max. Unité
sauf indication contraire
8.7.1 Puissance minimale détectable |a) Ap, A\, fmg, B et C/N spécifiés ®ep X dBm
ou
b) Ap, AA, débit binaire, forme du
signal et taux d’erreurs spécifiés
8.7.2 Densité de bruit en sortie RL, fm, B, ®e spécifiés Pno, A X WIHZz
Ap, AN spécifiés
8.7.3.1 Densité de bruit en basse RL, fm, B, Ap et A\ spécifiés, Pno, A \(\ X W/Hz
fréquence =
et q De =0 Le
8.7.3.2 Fréquence de remontée 5"’_""“0’ B, Ap et &) specifies, f{\ Q X Hz
e =
8.7.4.1 Sensibilité (pour le module) Ap, DN, ®e, Ry spécifiés /\RK X VIW
et N
8.7.4.2 Sensibilité (pour la photodiode | Vg, Ap, AA, ®e spécifiés Q D X AW
PIN seulement) (s’il y a lieu)
8.7.5 Réponse en fréquence Ap, AN, @e, RL spécifé@sﬁ % X
fLeth specmes/\ AN
soit Temps de commutation:
8.7.6.1 )
— Temps de croissance X ns
— Temps de décroissance X ns
soit
8.7.6.2 Fréquence de coupure fe X MHz
(GHz)
8.7.7 Tension re5|duelll\(s a\&&u) Mo, MR" spéMs Voff X X \%
8.7.8 Courant d’obscuyité IR X nA
photodioWN) ‘ily a I

8.8

9

9.1

Lleséléments de base du module a diode laser sont les suivants:

Type

, [
o

S

ol [
UTuUutT TaocTTt,

— fibre amorce (s’il y a lieu);

— lentilles (s'il y a lieu);

— photodiode (s'il y a lieu);

— capteur de température (s'il y a lieu);

— élément Peltier (s'’il y a lieu);

— isolateur (s'il y a lieu).
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8.7 Electrical and optical characteristics
Conditions at  Tamb Letter Requirements
Reference Characteristics or Tcase = 25 °C, symbol Min. Max. Unit
unless otherwise stated
8.7.1 Minimum detectable power a) Ap, AA, fme, B and C/N ®ep X dBm
specified
or
b) Ap, AA, bit rate, signal pattern
and bit error rate specified
8.7.2 Output noise power density RL, fm, B, ®e specified Pno, A X W/HZ
Ap, AN specified
8.7.3.1 Low frequency output noise RL, fm, B, Ap and AA specified, Pno, A X W/Hz
power density e =0 I \(\
and -
8.7.3.2 Corner frequency RL'_fm’ B, Ap and &) specified, feor Hz
@ =0 AN\
8.7.4.1 Responsivity (for module) Ap, AN, De, RL specified R X VIW
and /\ >
8.7.4.2 Responsivity (for PIN VR, Ap, AN, ®e specified R A/W
photodiode only) (where
appropriate)
8.7.5 Frequency response flatness Ap, AN, ®e, R specifigd D}RD X
f1 and f2 specifiei\ O
Either Switching time: N
8.7.6.1 : : A
— Rise time Ap e2, RI\ specified tr X ns
— Fall time te X ns
or
8.7.6.2 Cut-off frequency Ap, fe X MHz
(GHz)
8.7.7 Offset voltage (wher ApNANY Dl pecifie Vot X X \%
appropriate) N
8.7.8 Ir X nA

g

Dark current (Pl otodiQde
only) (wher/e\ap opriate

9 Laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier

9.1

Type

The laser module consists of the following basic parts;

— laser diode;

— fibre pigtail (where appropriate);

— lenses (where appropriate);

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);

— Peltier element (where appropriate);

— isolator (where appropriate).
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9.2 Matériau semiconducteur

Diode laser: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
Photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc. [
Capteur de température: E s’ily a lieu

Elément Peltier:

9.3 Structure

Diode laser: guidage par gain, guidage par indice, réseau a contre-réaction distribuée, guide
d’'ondes a nervure, BH, etc.

9.4 Détails d’encombrement et d’encapsulation

- Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

— ldentification des bornes et indication d'une connexioy
borne et le boftier

|
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9.5 Valeurs limites (valeurs maximal

fonctionnement, sauf indication~co tra
Référence Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
9.5.1 Tstg X X °C
9.5.2 Tcase X X °C
9.5.3 Tsub X X °C
954 Tsld X °C
9.5.5 Rayonrde coulpure de la fibre amorce (a la distance r X mm (cm)
spécifiee parfapport au boftier)
9.5.6 Chocs X m/s2, s
9.5.7 Vibrations X m/s2, Hz
9.5.8 Résistance a la traction le long de I'axe du cable
9.5.8.1 Structure lache
Réststanee-ata-tractior-surtafibre ~ N
- Résistance a la traction sur le cable F X N
9.5.8.2 Structure serrée
- Résistance a la traction sur le cable F X N
Diode laser Y
9.5.9 Tension inverse VR X \
9.5.10 Courant direct continu IF X mA
9.5.11 Flux énergétique continu e X mW
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9.2 Semiconductor material

Laser diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs. InGaAsP, InP, etc.
Photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

Thermal sensor: O where appropriate
Peltier element: O

J.9 Structure

Laser diode: gain guided, index guided, distributed feedback, ridge waveguide, BH, etc.

9.4 Details of outline and encapsulation
— |EC and/or national reference number of the outline drawing
— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

the case

— Characteristics of the optical port: orientation relative to
to mechanical axis, area, numerical aperture

— Information on the pigtail fibre: type of fibre, kind ¢
— Information on the heatsinking of the package

9.5 Limiting values (absolute maxim\n system) ower the
unless otherwise stated

Reference Characterist% \> Letter Requirements Unit
@ symbol Min. Max.

General conditions \J)\/
9.5.1 Storage tempefa Tstg X X °C
9.5.2 Operatse e ’ Tcase X X °C
9.5.3 Operating (wheye appropriate) Tsub X X °C
9.5.4 Solderin \ Wre al maximox Soldering time and at Tsid X °C

e

9.5.5 i igtal pecified distance from the case) r X mm (cm)
9.5.6 X m/s2, s
9.5.7 < X m/s2, Hz
9.5.8
9.5.8.1

< Tensile force on fibre F X N

- tensile force on cable F X N
9.5.8.2 Tight structure

- Tensile force on cable F X N

Laser diode ¥
9.5.9 Reverse voltage VR X Y
9.5.10 Continuous forward current IF X mA
9.5.11 Continuous radiant power e X mW
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Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
Photodiode (s’il y a lieu)
9.5.12 Tension inverse VR X \%
9.5.13 Courant direct Ir X mA
Capreur o [emperatre (S iy a tieu)
soit 9.5.14.1 | Dissipation P X
soit 9.5.14.2 | Tension d’alimentation Vsupp X \
Elément de refroidissement (s’il y a lieu)
9.5.15 Courant en conditions de refroidissement et de chauffage Ip X A
Y pour les modules laser sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction ou lg teur r&ductiop doit étre donpé
pour un des parametres de 9.5.10 a 9.5.13.
Pour les modules laser avec refroidisseur Peltier, Tsub = 25 °C. /\@

9.6 Caractéristiques électriques et optiques /\%&

Conditions a Tsyp \= 25\° Exigences
pour les modulesNaser &, C Symbole
Référence Caractéristiques i ) itéral Unité
POUres Min. | Max.
Diode laser
9.6.1 Tension direct VE X \%
9.6.2.1 Courant direct Ir 1) X mA
9.6.2.2 Couran act ahaute Ir 2) X mA
température
9.6.3 I(Th) X mA
9.6.4 Pe du Alr spécifié Nd X m
(Al = Ir = I(TH))
9.6.5
9.6.5.1 ®e ou AlF spécifié, condition de Ap X nm
fonctionnement continu
soit 9.6.5.2 ®e ou Alr spécifié, condition de AXrms X nm
fonctionnement continu
soit 9.6.5,3 \J'Largeur spectrale a mi- ®e ou Alr spécifié, condition de AN X nm
hauteur fonctionnement continu
9.6.5:4 Glissement spectral en AE D, AlE 2 ou de D, Ahc X nm/mA
fonction du courant ou du [, 2, spécifié ou BA, X nm/mwW
flux énergétique
9.6.5.5 Glissement spectral en Tcase 7, Tcase ) specifie ANT X nm/°C
fonction de la température | ®e ou Alr spécifié
(module laser avec
refroidisseur)
9.6.5.6 Glissement spectral en Tamb Y, Tamb 2 ou Tcase V), ANT X nm/°C
fonction de la température | Tcase 2 spécifié
(de module laser sans ®e ou Alr spécifié
refroidisseur)
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9.6 Electrical and optical characteristics
Requirements
Letter
Reference Characteristics mbol Unit
Min. Max.
Laser diode
9.6.1 Forward voltag VE X \Y
9.6.2.1 I 1) X mA
9.6.2.2 cified Tease = Tcase, Max. IF 2) X mA
9.6.3 I(TH) X X mA
9.6.4 ®avor Alr specified Nd X X m
F=1Ir - ITh))
9.6.5
9.6.5.1 e or Alr specified, Ap X X nm
CW condition
Either
9.6.5.2 e or Alr specified, AArms X nm
CW condition
or 9.6.5.3 Spectral radiation ®e or AlF specified, A X nm
bandwidth (FWHM) CW condition
9.6-5.4 Spectral shift with current  |Alg D, Alr 2 or de Y, Ahc X nm/mA
or radiant power ®e 2, specified or AAp nm/mw
X
9.6.5.5 Spectral shift with Tcase 7, Tcase -’ Speciiied ANT X nm/°C
temperature (for laser .
module with cooler) ®e or Alr specified
9.6.5.6 Spectral shift with Tamb 1), Tamb 2) or Tcase V), AT X nm/°C
temperature (for laser Tcase 2 specified
module with cooler) ®e or AIF specified

Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.

Photodiode (where appropriate)

9.5.12 Reverse voltage VR X \%

9.5.13 Forward current Ir X mA
Fhermat-sensor-{where—appropriate)

Either Dissipation P X W

9.5.14.1

or 9.5.14.2 Supply voltage Vsupp X \%
Thermal electric cooler (where appropriate) /\

9.5.15 Cooler current under cooling and heating Ip {\\ O\ X A

1) For laser module without Peltier cooler, the derating curve or derating factor sifall ive or\s®he parametgrs

of 9.5.10 to 9.5.13.

2) For laser module with Peltier cooler, Tsub = 25 °C. {\

N
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Conditions a Tsup = 25 °C Exigences
pour les modules laser a Symbole
Référence Caractéristiques refroidisseur Peltier, littéral Unité
Tamb OuU Tcase = 25 °C pour les Min. | Max.

modules laser sans
refroidisseur Peltier, sauf
indication contraire

Phototiodedecommante(sityatet)
9.6.6 Courant d’obscurité ®e = 0, VR spécifié Ir(D) X pA
9.6.7 Courant de contrdle ®e ou AlF spécifié, IrR(M) X X mA
VR spécifié
9.6.8.1 Rapport de controle 1) ®e ou Alg, VR spécifié Er, /\ X

Gamme de températures:
25°C a Tcase, min. ou Tamb, min.

9.6.8.2 Rapport de contrdle 2) ®e ou Al, et Vr spécifié
Gamme de températures:
25°Ca Tcase, max. ou Tamb,
max.

spécifié

2<
Thermistance (s'il y a lieu) \\ \>
9.6.9 Résistance Courant de la thermi R X X Q

9.6.10 Pente de la résistance

Elément Peltier (s'il y a lieu)

9.6.11 Courant Peltier

9.6.12 Tension Pelt

NOTE - ®ego, €st la valeur de flux énergétigue du composant laser de I'embase. Elle est représentative de la

performance et de la fiabilité des appareils utilisant la méme technologie, et soumise aux mémes procédures

d’assurance de la qualité.

—.STFemps de réponse de la température de la thermistance jusqu’au changement de courant
de refroidissement (s'il y a lieu)

RAcictanca tharmi

ol
o orotarrce—ttrre T oo

sans refroidisseur

9.8 Danger

Voir CEIl 60825.
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Conditions at  Tsup = 25 °C

for laser modules with Letter Requirements
Reference Characteristics Peltier cooler, symbol Unit
Tamb OF Tcase = 25 °C for laser Min. Max.

module without Peltier
cooler, unless otherwise
specified

Monitor photodiode (where appropriate)

9.6.6 Dark current ®e = 0, Vr specified Ir(D) X HA
9.6.7 Monitor current @ or Alr specified, IrR(M) X X mA

VR specified

9.6.8.1 Tracking error 1) ®e or Alr, VR specified, Eg, X
Temperature range:

25 °C to Tcase, min. or <

Tamb, min.

9.6.8.2 Tracking error 2) ®e or Alr, and Vg specified Er> >

Temperature range:
25 °C to Tcase, max. or

Tamb, Max. /\

9.6.9 Resistance Thermistor current it sp

9.6.10 Slope of resistance Thermistor currgnt\/k
Te rature ge:
Tswp l), su )

Thermistor (where appropriate)
ified X X Q
. ie&b’?ﬂ? X X

IpE X A

Peltier element (where appropriate

9.6.11 Peltier current

9.6.12 Peltier voltage VrE X \Y

g nin
1) CW-operation; {Irﬁyo%lation { \/
Y%

9.7

reliability of devices “manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance
procedures.

— Response time of the thermistor temperature with respect to the change of cooler current
(Where appropriate)

- jyThermal resistance between laser diode junction and case (for the laser module without
cooler)

9.8 Hazard

See IEC 60825.
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10 Modules a diodes laser pour les systémes ou sous-systémes de
transmission analogique par fibres optiques

10.1 Type

Les éléments de base du module a diodes laser sont les suivants:

— diode laser;

— fibre amorce (s'il y a lieu);

— photodiode (s'il y a lieu);

— capteur de température (s'il y a lieu);
— élément Peltier(s’il y a lieu);

— isolateur (s’il y a lieu).

10.2 Matériau semiconducteur

Diode laser:
Photodiode:

Capteur de température:
Elément Peltier:

10.3 Structure

Diode laser: réseau a contre

— Numéro CEl u
- Meéthode d’en

- ldentification deé

ernant la fibre amorce: type de fibre, type de protection, connecteur,
longueury ete:;

Informations congernant la dissipation thermique du boftier
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10 Laser diode modules for fibre optic analogue transmission systems
or subsystems

10.1 Type

The laser diode module consists of the following basic parts:

— laser diode;

— fibre pigtail (where appropriate);

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);
— Peltier element (where appropriate);
— isolator (where apppropriate).

10.2 Semiconductor material

Laser diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP e
Photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

Thermal sensor:

Peltier element:

10.3 Structure

— |EC and/or natien
— Method of en@

port: orientation relative to mechanical axis, position relative
merical aperture, etc.
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10.5 Valeurs limites (valeurs maximales absolues) dans la gamme de températures
de fonctionnement, sauf indication contraire

Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité

littéral Min. Max.

Conditions générales

10.5.1 Température de stockage Tstq X X °C

10.5.2 Température de fonctionnement de boftier Tcase X X °C

10.5.3 Température de fonctionnement de I'embase Tsub X X °C
(s’il'y a lieu)

10.5.4 Température de soudage a la durée maximale Tsid X °C

de soudage et distance minimale spécifiée par
rapport au boftier

10.5.5 Rayon de courbure de la fibre amorce r < mm(cm)
(a la distance spécifiée par rapport au boftier)

10.5.6 Chocs

10.5.7 Vibrations m/s2, Hz
10.5.8 Résistance a la traction le long de I'axe du cable %\

10.5.8.1 Structure lache /\

— Résistance a la traction sur la fibre E
i X N
)\/ X N

— Résistance a la traction sur le cable
10.5.8.2 Structure serrée
— Résistance a la traction sur te cab

m/s2, s

>
<
<

Diode laser
10.5.9 Tension inverse
10.5.10 Courant direct cofitiqu %
10.5.11 Flux énergétique™gonti ®e X mwW
10.5.12 ESD (HBM)[Z)\/\ (\ X v
%

Phoe |
10.5.13 Tensiow

VR X \Y
Ir X mA
X \%

S
10.5.14 Coura ct
10.5.15 ESD (KNBM) 2
\D% pé\@s’il y a lieu)

soit 10.5.@ Issip&at Prot X W
soit 10.5.16.2] Tensy reptation Vsupp X \

Refroidisselr Peltier (s'il y a lieu)

10.5.17 Courant Peltier en conditions de refroidissement et Ipe X A
de chauffage

Y pdur)les modules laser sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction ou le facteur de réduction doit étre
donné pour un des paramétres de 10.5.10 & 10.5.13.
Pour les modules laser avec refroidisseur Peltier, Tsup = 25 °C.

) pour les deux polarités.
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10.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,

unless otherwise stated
Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.

General conditions

10.5.1 Storage temperature Tstq X X °C

10.5.2 Operating case temperature Tcase X X °C

10.5.3 Operating submount temperature Tsub X X °C
(where appropriate)

10.5.4 Soldering temperature at maximum soldering time Tsid X °C
and minimum distance to case specified

10.5.5 Bend radius of pigtail (at specified distance from r X < mm(cm)
the case)

10.5.6 Shock X m/s2, s

10.5.7 Vibration X m/s2, Hz

10.5.8 Tensile force along cable axis

10.5.8.1 Untight structure
— Tensile force on fibre X N
— Tensile force on cable /\Ii\ X N

10.5.82 Ilgzazltlr:?(t)l:::i on cable /\ /(> @ A X N
Laser diode \J

10.5.9 Reverse voltage VR X Y

10.5.10 Continuous forward current > IF X mA

10.5.11 Continuous radi@ant pQw % Pe X mw

10.5.12 ESD (HBM)R ~ X v
Photodjode ((where opri e)v

10.5.13 @ ltage VR X Vv

10.5.14 Forward gurrent IF X mA

10.5.15 ESD M) 2 X v

al sensan{where appropriate)

Either

10.5.16.1 Ptot X

or 10.5.16§ vglta Vsupp X Vv
Peltrer_cooler (where appropriate)

10.5.17 Peltier current under cooling and heating IpE X A

Y Forfaser module without Peltier cooler, the derating curve or

following parameters of 10.5.10 to 10.5.13.
Eorlaser module with Peltier cooler, Tsup = 25 °C.

2~Both polarit

ies.

derating factor shall be given for one of the
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Conditions a Tsup = 25 °C
pour les modules laser a Symbole Exigences
Référence Caractéristiques refroidisseur Peltier, littéral Unité
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les
modules laser sans refroidisseur Min. Max.
Peltier, sauf indication contraire
Diode laser
10.6.1 Tension directe ®e ou Ir spécifiés 14 X \%
10.6.2 Courant de seuil I(TH) X X mA
10.6.3 Courant direct au-dessus ®e spécifié = X mA
du seuil
10.6.4 Rendement différentiel ®e ou AlF spécifiés Nd (x\ X mW/mA
10.6.5.1 Longueur d’onde d’émission |®. ou Alr spécifiés, condition de A < X nm(um)
de pointe fonctionnement continu \
10.6.5.2 Largeur de raie a -3 dB (s'il y|®e ou Alr spécifiés, condition de A X MHz
a lieu) fonctionnement continu
10.6.5.3 Taux de réjection des modes |®e ou Alr spécifiés, conditionde M X dB
latéraux fonctionnement continu
10.6.6 Fluctuation de modulation ®e ou AlF spécifiés, condition de \/ X nm/mA
modulation et gamme de
Jarr (nm/mW)
10.6.7 Parametre S»1 21 X X
10.6.8 Bruit relatif en intensité RIN X dB/Hz
10.6.9 Distorsion composite CSO X dBc
second ordre
10.6.10 Composite a triple battemen CTB X dBc
10.6.11.1 (Distorsion d’intefmo IM2 X dB
a deux to
(slilyal
10.6.11.2 |Distorsion d’i IM3 X dB
a deux ton
ordre (s'il
10.6.12 Réfledta ®e (entrée) et Ap spécifiés RL X dB
todjod MOm anMil y a lieu)
10.6.13 uraht ¥ o ité ®e = 0, VR spécifiés Ir(D) X nA
10.6.14 ®e ou AlF spécifiés, Vr spécifié IR(M) X X mA
10.6.15.1 |(Erreur de pis e ou Alr, VR spécifiés Egpq X dB
S . Gamme de températures:
( 5 - mln.) 25°Ca Tcase, min. ou Tamb. min.
10.6,15+2" |Erreur de piste ®e ou AlF, et Vr spécifiés Egs X dB
25 Gamme de températures:
( - maX.) 25°C a Tcase, max. ou Tamp, Max.
106716 Capacitétotate e =0, fréguence et VR SpETifies Crot X pF

D Alr est défini comme Al = I - lrw)
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10.6 Electrical and optical characteristics

Conditions at  Tsup = 25 °C
for laser module Letter Requirements
Reference Characteristics with Peltier cooler, symbol Unit
Tamb Or Tcase = 25 °C for laser
module without Peltier cooler, Min. | Max.
unless otherwise stated
Laser diode
10.6.1 Forward voltage ®e or I specified 14 X \%
10.6.2 Threshold current I(TH) X X mA
10.6.3 Forward current above ®, specified = X mA
threshold
10.6.4 Differential efficiency ®e or Alr specified (x\ X mW/mA
10.6.5.1 Peak emission wavelength ®e or Alr specified, X nm(pm)
CW condition
10.6.5.2  |Spectrum linewidth at -3 dB | ®e or Alr specified X MHz
(where appropriate) CW condition
10.6.5.3 Sidemode suppression ratio |®e or Al specified, X dB
CW condition
10.6.6 Modulation chirp ®e or Alr specified, X nm/mA
modulation condition,_ _ (nm/mw)
10.6.7 S»1 parameter X X
10.6.8 Relative intensity noise X dB/Hz
10.6.9 Composite second order X dBc
distortion
10.6.10 Composite triple heat X dBc
10.6.11.1 |Two-tone second or IM2 X dB
intermoduyjlation di
(where app Fiat
10.6.11.2 [Two-tone thir IM3 X dB
intermodul
(where apRropxia
10.6.12  |Refloctance’ o (input) and Ap specified RL x dB
nitdr ph tothNde thppropriate)
10.6.13 ®e = 0, VR specified IrR(D) X nA
10.6.14 ®e or Alr specified, Vr specified Ir(my X X mA
10.6.15.1 ®e or Alr, VR specified Eprq X dB
S . Temperature range:
(25 — min.) 25 °C at Tcase Min. or Tamp Min.
10.6,15%2" |Tracking error ®e or Alr, et Vr specified Egxs X dB
25 Temperature range:
(25 - max.) 25 °C at Tcase Max. or Tamp Max.
106716 Fotatcapacitance P = O, frequency and- VR specified Crot X pF

Y Al is defined as Alp = fp — gy,
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Conditions a Tsup = 25 °C

pour les modules laser a Symbole Exigences
Référence Caractéristiques refroidisseur Peltier, littéral Unité
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les
modules laser sans refroidisseur Min. Max.

Peltier, sauf indication contraire

Thermistance (s'’il y a lieu)

10.6.17 Résistance Courant de la thermistance /, R X X Q
spécifié
10.6.18 Pente de la résistance Courant de la thermistance /. AR/R X X
spécifié
Gamme de températures:
Tsub 1), Tsub 2) (\

Elément Peltier (s'il y a lieu)

10.6.19 Courant Peltier ®e ou Alr, spécifié E Q X A
Gamme de températures:
Tcase, min. ou Tcase, Max. >
10.6.20 Tension Peltier ®e ou Alr, spécifié, VeE X \%
Gamme de températures:
Tcase, Min. ou Tcase, Max.
PE

10.6.21 Différence de température Courant Peltier et tensjon spécifi
entre Tcase €t Tsub Condition de fonctionnemeft laser

10.7 Informations supplémentaires

— Durée de vie moyenns

— Courant direct gontinu

NOTE - ®eoo est
performance et de la

10.8 Danger

Se référer-a la CEl 60825.

11, Réseaux de diodes électroluminescentes pour les systémes ou sous-
systemes a fibres optiques

11.1 Type

Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge avec ou sans fibre optique amorce
pour les systéemes ou sous-systemes a fibres optiques.

11.2 Matériau semiconducteur

GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
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Conditions at  Tsup = 25 °C

for laser module Letter Requirements
Reference Characteristics with Peltier cooler, symbol Unit
Tamb Or Tcase = 25 °C for laser
module without Peltier cooler, Min. Max.
unless otherwise stated
Thermal sensor (where appropriate)
10.6.17 Resistance Thermistor current /. specified R X X Q
10.6.18 Slope of resistance Thermistor current /. specified AR/R X X
Temperature range:
Tsub 1), Tsub 2)
Peltier element (where appropriate) (\
10.6.19 Peltier current ®¢ or Alr, specified, Ire A
Temperature range:
Tcase min. or Tcase Max. \/
10.6.20 Peltier voltage e or Alr, specified, PE X \%
Temperature range:
Tcase Min. or Tcase Max.
10.6.21 Temperature difference Peltier current and voltage Tp X °C
between Tcase and Ty specified
Laser operating conditjon A~

1) cw-operation; 2 In modulation.

10.7 Supplementary information

— Median life under specifi

— DC forward current of t

NOTE — ®q, is the radia
reliability of devices man
procedures.

hip—On submount, representative of the performance and
echnology and submitted to the same quality assurance

— Response tim \ j temperature with respect to the change of cooler current

(where approp

laser

module

11.2 Semiconductor material

GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
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11.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation

— Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement
- Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

- ldentification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le botitier

= Caracreristques de tacces opuque: nombre de voles (0I0des electroluminescentes),
distance entre les voies, orientation par rapport a I'axe mécanique, position par rapport,a
I'axe mécanique et ouverture numérique

- Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre amorce, le type de
protection, le connecteur et la longueur

Informations concernant la dissipation thermique du botitier

11.4 Valeurs limites (valeurs maximales absolues) dans la gamme de eratyr
de fonctionnement, sauf indication contraire

Référence Caractéristiques SN\ Exigences Unité
littéral \MN Max.
11.4.1 Température de stockage tg \)x X °C
soit 11.4.2.1 | Température ambiante gamb X X °C
soit 11.4.2.2 | Température du boitier Zas X X °C
11.4.3 Température de soudage au temps i T«(d X °C
et distance minimale spécifiée par papport a i
11.4.4 Tension inverse VR X \Y
11.4.5 Courant direct co I X mA
réduction de tempexa
11.4.6 Courant directd inte IFRM X mA
11.4.7 Dissipaji Ptot X W (mW)
11.4.8 Tempér . Tj) X °C
11.4.9 r X mm (cm)
11.4.10 X m/s2, s
11.4.11 X m/s2, s
11.4.12 < X m/s2, Hz
11.4.12.1
X
—~ Résistance a la traction sur la gaine de protection le x
long de son axe
11.4.12.2 Structure serrée
- Résistance a la traction sur la fibre amorce le long de N
son axe F X

D Pour les dispositifs a température de boitier spécifiée seulement.

2 pour les dispositifs avec fibre amorce seulement.
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11.3 Details of outline and encapsulation

— |EC and/or national reference number or outline drawing.
— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/others.
— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and

the case.
Chavractoricticoe ~f tlhn Antianal et il ~f Al Ale (I ENAY At an bhatinynaon Al e
VI.IMI U.\JI..\-IIQI.I\.IJ t.ll are UFLIUMI r.f\.IIL- IIUIIIIML'I \..II' \JIIL‘.IIII\-{J \I_I_IJ\JI, \.‘IJI.II.A.II\J\- M.\oL\lll\.'\oll \JIIMIIII\-IJ,
orientation relative to mechanical axis, position relative to mechanical axis, and numerical
aperture.

— For devices with pigtail: information on a fibre pigtail, kind of protection, connectof}and
pigtail length.

— Information on the heat sinking of the package.

11.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating\te ature range;
unless otherwise stated
Reference Characteristics tte %eql}i\emaf{s Unit
w Max.
11.4.1 Storage temperature \>x X °C
either Operating ambient temperature X X °C
11.4.2.1
orl1.4.2.2 Operating case temperature X X °C
11.4.3 Soldering temperature at maximum soldering X °C
minimum distance to case specified
11.4.4 Reverse voltage X \%
11.4.5 Continuous forward X mA
curve or factor
11.4.6 Repetitive peak foryward s IFRM X mA
11.4.7 Power@atio Ptot X W (mW)
11.4.8 Virtual juhcti Tj) X °C
11.4.9 r X mm (cm)
11.4.10 X m/s2, s
11.4.11 < X m/s2, s
11.4.12 X m/s2, Hz
11.4.12.1
F X N
— Fensile force on fibre cladding along its axis F X N
11.4.12.2 Tight structure
- Tensile force on pigtail along its axis F X N

Y For case rated devices only.

2or devices with pigtail only.
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Référence Caractéristiques et conditions 3 Tymp OU Tease = 25 °C, Symbole Exigences Unité
sauf indication contraire littéral Min.  |Max.
soit 11.5.1.1 |Flux énergétique a l'accés optique et a I'lr spécifié ®e X x? mw
soit 11.5.1.2 [ Courant direct au flux énergétique en sortie spécifié Ir x? X mA
11.5.2 Longueur d’onde d’émission pour /e ou ®e Spécifiés Ap X X__lnm (um)
11.5.3 Largeur de bande du rayonnement spectral pour /r ou ®e AN X nm
spécifiés
11.5.4 92 Angle a mi-intensité pour Ir ou ®e spécifiés 01/2 X degre
11.5.5 V2 Angle de désalignement entre I'axe optique et I'axe A8 /\ X degré
meécanique pour /r ou ®e spécifiés \
11.5.6 Tension directe pour /r ou ®e spécifiés VE <
11.5.7 Courant inverse pour Vr spécifié X/
soit 11.5.8.1 | Temps de commutation pour le courant de polarisation
continu, la durée d’impulsion et le coefficient d’utilisation
spécifiés: b X ns
— temps de croissance X ns
— temps de décroissance X ns
— temps de retard ? X ns
soit 11.5.8.2 | Fréquence de coupure pour /r ou ®e, fréque X MHz
largeur de bande et taux de modulation spégifi
11.5.9% Capacité totale pour VR et fréquenc X X pF
soit 11.5.10.1 |Rapport porteuse/bruit pour Ir ou X
largeur de bande et taux de modufation s
soit 11.5.10.2 |[Bruit d’intensité relative pour /g RIN X
et largeur de banda spécifiés
11.5.11 rd X Q
11.5.12% IF(1dB) X X mA
11.5.13% D12,D21 x dB
soit Rth(j-c) X Q/K
11.5.14.12)
soit Rth(j-a) X Q/K
11.5.14.22)
11.5.15%) CRo X dB
11.5.164 CRe X dB

du signal spécifiés

1
2
3

S’il y alieu.

Pour lesdispositifs avéc fibre amorce seulement.

Lasdiaphonie optique de la voie «i», CRO(i), est définie comme le quotient de ¢i/®i, ou

— _giest le flux énergétique émis par la voie «i», lorsque chacune des autres voies est alimentée par IF(DC)

specifié,

— @ est le flux énergétique émis par la voie «ij» lorsqu’elle est la seule voie a étre alimentée par Ir(pc) spécifié.
lLa diaphnnin npriqup du riiq'nnqirif (résean) CRg estle maximum du total des din'nhnnipc

4) La diaphonie électrique de la voie «i», CRe(), est définie comme le quotient de @/®;, ou

— @ est le flux énergétique moyen émis par la voie «i» lorsque chacune des autres voies est alimentée sous les
conditions d’attaque, I, #, la fréequence d’horloge et la forme de signal spécifiés (NRZ).

— Oj est le flux énergétique moyen émis par la voie «i» lorsqu’elle est la seule voie a étre alimentée sous les
conditions d’attaque, I, i, la fréequence d’horloge et la forme de signal spécifiés (NRZ).

La diaphonie électrique du dispositif (réseau), CRE, est le maximum du total des diaphonies.

A titre de référence seulement
La diaphonie thermique de la voie «i», CRn(j), est définie comme le quotient de (®i', — @)/ @', ou
— @' est le flux énergétique émis par la voie «i» lorsque chacune des voies (toutes les voies, y compris la i-eme
voie elle-méme) est alimentée par Ir(pc) spécifiée.
— @' est le flux énergétique émis par la voie «i» lorsqu’elle est la seule voie a étre alimentée par Ir(pc) spécifiée.
La diaphonie thermique du dispositif (réseau), CR, est le maximum du total des diaphonies.
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11.5 Electrical and optical characteristics

Reference Characteristics and conditions Letter Requirements Unit
at Tamp OF Tease = 25 °C, symbol
unless otherwise stated Min. Max.
either 11.5.1.1 Radiant power at the optical port and at specified /¢ ®e X x? mw
or11.5.1.2 Forward current at specified radiant output power IF x? X mA
11.5.2 Peak emission wavelength at specified /r or ®e Ap X X nm (um)
11.5.3 Spectral radiation bandwidth at specified /r or ®e AN X nm
11.5.4 V2 Half-intensity angle at specified /¢ or ®e 8112 X degree
11.5.5 V2 Misalignment angle between optical axis and A\ ] X degree
mechanical axis at specified Ir or ®e
11.5.6 Reverse current at specified Ir or ®e VE ( X
11.5.7 Reverse current at specified Vr
either 11.5.8.1 Switching times at specified d.c. bias current, pulse
width and duty cycle: ns
— rise time X ns
— fall time q X ns
— delay times ? X ns
or 11.5.8.2 Cut-off frequency at specified Ir or ®e, noise X MHz
frequency, bandwidth and modulation factor
11.5.9% Total capacitance at specifiee X pF
either 11.5.10.1 Carrier to noise ratio at spesifi X
frequency, bandwidth and moduylatoinfactor
or 11.5.10.2 Relative intensity noise at s RIN X
frequency and bandwidth
11.5.11 rd X Q
11.5.12% IF(1dB) x x mA
11.5.13?% D12,D21 x dB
either 11.5.14.1% Rith(j-c) X QIK
or 11.5.14.2% Rth(-a) X QIK
11.5.15% CRo X dB
11.5.16% k’at specified Ir, i, clock CRe X dB
frech, and signal pattern

® The optigal‘erosstalk@f channel "/", CRoj), is defined as the quotient of @/®;, where:
— @ isAhe“radiant power emitted from the channel "/* whilst each of all the other channels is fed by specified
Ir(DC),
—®;,iS the radiant power emitted from the channel "/" when it is the only channel fed by /r(pc) specified.
The optical crosstalk of the device (array), CRo, is the maximum of the overall crosstalks.

) The electrical crosstalk of channel "7, CRe(j), is defined as the quotient of @/®i, where

— @ is the average radiant power emitted from the channel "/* when each of all the other channels is fed by
specified driving conditions, Ir, i, clock frequency and signal pattern (NRZ).

— ®@j is the average radiant power emitted from the channel "/* when it is the only channel fed by specified driving
conditions, /Ir, i, clock frequency and signal pattern (NRZ).

The electrical crosstalk of the device (array), CRE, is the maximum of the overall crosstalks.

For reference only
The thermal crosstalk of channel "i", CR(i, is defined by the quotient of (®i' — ¢')/ ®i', where

— @' is the radiant power emitted from the channel "/* when each channel (all channel including the i-th channel
itself) is fed by specified /rc).

— @i’ is the radiant power emitted from the channel "/* when it is the only channel fed by specified /rpc).

The thermal crosstalk of the device (array), CRin, is the maximum of the overall crosstalks.
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11.6 Informations supplémentaires
A ne donner que dans la mesure nécessaire a la spécification et a I'utilisation du dispositif.

— Courbes de réduction en fonction de la température se rapportant aux valeurs limites
- Flux énergétique en sortie par rapport a la courbe ou au coefficient de température
— Flux énergétique en sortie par rapport a la courbe du courant direct

- Variation de la longueur d’onde au pic d’émission en fonction de la courbe ou du coefficient
de température

- Diagramme de rayonnement

— Résistance thermique (pour les dispositifs mesurés a la température hiante-ou a la

température du boftier)

- Dessins d’encombrement détaillés

12 Modulateurs optiques pour applications numériques.s

12.1 Type
Les éléments de base du modulateur optique sont le$ su{vdnts:

— modulateur (de type Mach-Zehnde
— fibre amorce d’entrée et de sortie (s
— capteur de température (s'il y a lieu
— élément Peltier (s’il y a ligu);
— photodiode (s'il y a lie

12.2 Matériau

— Modulateur: @G A GaA

— Photodiog - etc.

sMnGaAsP, LiNbOg3, etc.

branche‘en étoiley’MQW, etc.
— lIsolateur optique, photodiode, demi-miroir, etc.

12.4 Détails d’encombrement et d’encapsulation

ol niioa Ay Batianal-derdfidranca A deccin dlancanaheana ot
L7 T T LAV ]

- Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

- ldentification des bornes et indication d’'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le boitier

- Caractéristiques de I'accés optique: orientation par rapport a I'axe mécanique, position par
rapport a I'axe mécanique, zone, ouverture numérique
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11.6 Supplementary information
To be given only when necessary for the specification and the use of the device.

— Temperature derating curves referred to in the limiting values
— Radiant output power versus temperature curve or coefficient
— Radiant output power versus forward current curve

— Change in peak emission wavelength versus temperature curve or coefficient
— Radiation diagram

— Thermal resistance (for ambient rated or case rated devices)

— Detailed outline drawings

12 Optical modulators for digital fibre optic applications

12.1 Type
The optical modulator module consists of following basic par

— modulator (Mach-Zehnder type, electro-absorptio
— input and output fibre pigtail (where appropri
— thermal sensor (where appropriat

— Peltier element (where appropriate);
— photodiode (where appropriate).

12.2 Material

— Thermal sen

— Peltier element

P, LiNbO4 etc.

— Optical isolatorphotodiode, half-mirror, etc.

12.4 ~Details of outline and encapsulation

~{ IEC and/or national reference number of the outline drawing
< Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and
the case

— Characteristics of the optical port: orientation relative to mechanical axis, position relative
to mechanical axis, area, numerical aperture



https://iecnorm.com/api/?name=2f9df795dfefbb2b8356f9370881a7d5

- Informati

— 60 -

ons concernant la fibre amorce:
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type de fibre, type de protection, longueur, type

de connecteur, orientation angulaire du connecteur par rapport a I'axe de polarisation de la

fibre (s'il

y a lieu)

- Informations concernant la dissipation thermique du boitier

12.5
fonct

ionnement, sauf indication contraire

Valeurs limites (valeurs maximales absolues) dans la gamme de températures de

NOTE - L’humidité relative et la pression atmosphérique doivent étre spécifiées pour les appareils contenus dans
des boitiers non hermétiquement clos.

Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité
iteral | win. (| man
Conditions générales N N
12.5.1 Température de stockage Tstg °C
12.5.2 Température de fonctionnement du boitier Tcas X X °C
12.5.3 Température de fonctionnement de I'embase ub °C
(s’il'y a lieu)
12.5.4 Température de soudage a la durée maximale de B X °C
soudage et distance minimale spécifiée par rappoft
au bottier
12.5.5 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la dis X mm(cm)
spécifiée par rapport au boftier
12.5.6 Chocs X m/s2, s
12.5.7 Vibrations X m/s2, Hz
12.5.8 Accélération (s’il y a lieu) X m/s2
12.5.9 Résistance a la
12.5.9.1 Structure la¢
F X N
F X N
12.5.9.2
F X N
12.5.10 Rapld AT/t X °C/min.
fonct nn
12.5.11 T m VR X \
12.5.12 Ir X mA
12.5.13 sance bsorbée continue De(in,cw) X mw
Capteu\dr{température (s’ily a lieu)
soit 12.5724»1 | Puissance de dissipation Ptot X
soit 12.5/14.2 [Tension d’alimentation Vsupp X \
Refroidisseur Peltier (s'il y a lieu)
12.5.15 Courant Peltier en conditions de refroidissement et Ip X A
de chauffage
Photodiode (s’il y a lieu)
12.5.16 Tension inverse VR X \%
12.5.17 Courant direct Ir X mA

1)

pour un des parametres de 12.5.9 4 12.5.11.

Pour les modulateurs avec refroidisseur Peltier, Tsuyp = 25 °C.

Pour les modulateurs sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction ou le facteur de réduction doit étre donné
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— Information on the pigtail fibre: type of fibre, kind of protection, length, connector type,
angular orientation of the connector to the fibre polarization axis (where appropriate)

— Information on the heatsinking of the package

12.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

NOTE — Relative humidity and air pressure shall be specified for all devices in non-hermetically sealed packages.

Reference Characteristics Letter Requirements Unit

symbol Min. Max.

General conditions

12.5.1 Storage temperature Tstg X \ °C

12.5.2 Operating case temperature Tcase X °C

12.5.3 Operating submount temperature (where Tsub X °C
appropriate)

12.5.4 Soldering temperature at maximum soldering time Ts °C
and minimum distance to case specified

12.5.5 Bend radius of pigtail (at specified distance from r mm(cm)

the case)
12.5.6 Shock \ X m/s2, s
12.5.7 Vibration O X m/s2, Hz
\)/ X m/s2

12.5.8 Acceleration (where approf

12.5.9 Tensile force along cable axis:

12.5.9.1 Untight structure
— Tensile force on fibre F X N
F X N
12.5.9.2
F X N
12.5.10 AT/t X °C/min.
12.5.11 VR X \
12.5.12 I X mA
12.5.13 < De(in,cw) X mwW
Either 12.5.14. Ptot X
or 12.5.14.2 Vsupp X \
Peltier cooler (where appropriate)
12.5.15 Peltier current under cooling and heating Ip X A
Photodiode (where appropriate)
12°5.16 Reverse voltage VR X Y
TZ5.17 Forward current T X mA

Y For modulator module without Peltier cooler, the derating curve or derating factor shall be given for one of the
parameters of 12.5.9 to 12.5.11.

For modulator module with Peltier cooler, Tsyp = 25 °C.
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Conditions a Tsup = 25 °C pour les

Référence Caractéristiques modulateurs a refroidisseur Peltier, Symbole | Exigences Unité
Tamb OU Tcase = 25 °C littéral
pour les modulateurs sans Min. | Max.
refroidisseur Peltier,
sauf indication contraire
Modulateur
12.6.1 Tension de fonctionnement | Rapport d’extinction spécifié %15 X X Y
Courant de polarisation continu
spécifié
12.6.2 Longueur d’onde de Polarisation, longueur d’'onde et Aop X X m-(Lm)
fonctionnement puissance absorbée spécifiées
12.6.3 Perte d’insertion Polarisation, longueur d’onde et Lin dB
puissance absorbée spécifiées Q
12.6.4 Facteur d’adaptation Polarisation, longueur d’onde et RL X \ dB
courant de polarisation continu
spécifiés
12.6.5 Rapport d’extinction Polarisation, longueur d’onde et R X dB
puissance absorbée spécifiées; x
courant de polarisation copti
spécifié
12.6.6 Fréquence de coupure S X MHz
> (GHz)
12.6.7 Réponse en fréquence ARp/Rp X MHz/mV
12.6.8 Fluctuation de longueur a X MHz/mV
d’onde
N modulation deNfréquence spécifiés
Thermis@s’i a Iieu&
12.6.9 Résistance oprant la thermistance /. spécifié R X X Q
12.6.10 Pente de {a resistance Courant de la thermistance /. spécifié | AR/R X X
e de températures:
/\ Tsub 1), Tsub 2
smeqt P m}Ns’i ali
12.6.11 ural elti Vn spécifié Ipe X A
Gamme de températures:
Tcase, min. ou Tcase, Max.
12.6.12 Vn spécifié, VPE X Y
Gamme de températures:
Tcase, Min. ou Tcase, Max.
12.6.18 Différence de température |Courant Peltier, tension et condition ATrPe X °C
entre Tcase et Tsub de fonctionnement du modulateur
spécifiés
Photodiode de commande (s 11y a leu)
12.6.14 Courant d’obscurité ®e = 0, VR spécifié IR(D) X nA
12.6.15 Courant de commande Pe spécifié IR(m) X X mA
VR spécifié

1) En fonctionnement continu; 2) En modulation
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12.6 Electrical and optical characteristics

Conditions at  Tsup = 25 °C for
Reference Characteristics modulators with Peltier cooler, Letter |Requirements Unit
Tamb Or Tcase = 25 °C symbol
for modulators without Peltier Min. Max.
cooler, unless otherwise stated
Modulator

12.6.1 Operating voltage Extinction ratio specified, %13 X X Y
d.c. bias specified

12.6.2 Operating wavelength Polarization, wavelength and input )\Op X X nm_(um)
power specified

12.6.3 Insertion loss Polarization, wavelength and input Lin dB
power specified

12.6.4 Return loss Polariztion, wavelength and d.c. RL \ dB
bias specified

12.6.5 Extinction ratio Polarization, wavelength and input | {E x X X dB
power specified, d.c. bias
specified < \

12.6.6 Frequency response Polarization, wavelength ane-input A \/ X MHz
power specified, d.c. bia (GHz)
specified

12.6.7 Frequency response ARDARD X MHz/mV

flatness

12.6.8 Wavelength chirp a X MHz/mV

Thermistor (where appr
12.6.9 Resistance R X X Q
12.6.10 Slope of resistance ARIR X X
(wh re>n{op i

12.6.11 Tt spécified Ipe X A
Temperature range:

Tcase min. or Tcase Mmax.

12.6.12 Vn specified, VPE X \%
Temperature range:

Tcase Min. or Tcase Max.

12.6.13 Peltier current, voltage and ATrPe X °C
modulator operating condition
specified

Monitor photodiode (where appropriate)

12,6:14 Dark current ®e = 0, VR specified IR(D) X nA

12,6.15 Monitor current ®e specified IR(m) X X mA
Ve specified

1) CW-operation 2) In modulation



https://iecnorm.com/api/?name=2f9df795dfefbb2b8356f9370881a7d5

- 64 - 62007-1 © CEI:1997+A.1:1998

12.7 Informations supplémentaires
— Rapport d’extinction (ou puissance de sortie) en fonction de tension inverse

- Temps de réponse en température de la thermistance par rapport au changement de
courant de refroidissement (s’il y a lieu)

- Stabilité de tension (s'il y a lieu)

— Coefficient tension température, soit a V/°C, soit a %/°C (s'il y a lieu)

12.8 Danger

Voir CEl 60825.

13 Dispositifs laser a boitier TO

13.1 Type

Le dispositif laser a boitier TO comprend les piéces de base sui

— diode laser;
— photodiode de contrble.

13.2 Matériau semi-conducteur

Diode laser: InP, GaAs, InGaAs, InAlAs,
Photodiode de contrble: Ge, Si, InGaAg

13.3 Structure

Diode laser: Fabry Pery

13.4 Détails d'e@ ;

13.4.1 Numéro CFE
13.4.2 Méthode d

13.4.3 Ident
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12.7 Supplementary information

— Extinction ratio (or output power) as a function of reverse voltage

— Response time of the thermal sensor temperature with respect to the change of cooler
current (where appropriate)

— Bias stability (where appropriate)

2. + + ££. a0 R +tla AW IVl 0Ll L Lo HP DAY
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12.8 Hazard

See |[EC 60825.

13 TO can laser devices

13.1 Type
The TO can laser device consists of the following basic par

— laser diode;
— monitor photodiode.

13.2 Semiconductor material %
Laser diode: InP, GaAs, InGaAs, InAIA SP,
Monitor photodiode: Ge, Si, InGaAs, et¢

13.3 Structure

Laser diode: Fabry\Perg
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